Electronica Fisica

1. Propietats basiques dels semiconductors.

Xarxa cristal lina. Cel.la unitat. Xarxa i espai reciprocs. Index de
Miller.

Estructura electronica: Aproximacié monoelectronica. Funcions de

Bloch. Densitat d'estats. Representacions del diagrama de bandes.

El model de Kronig-Penney.

Densitats d'estats en funcio de l'energia.

Estadistica de portadors en equilibri. Nivell de Fermi.

Bandes de conduccio i de valéncia. Semiconductors extrinsecs.

Distribuci6 de portadors en equilibri i nivell de Fermi en funcio de la

temperatura.

Semiconductors rel.levants tecnologicament: silici i arseniur de gali.
2. Dinamica de l'electro en un solid: teorema de la massa eficac.

Ecuacio de la massa eficag i de I'envolupant.

Simulaci6 de dispositius de dimensions nanométriques: el diode
tunel ressonant.

Equacions de moviment semi-classiques. Oscil.lacions de Bloch.

3. Semiconductors fora de I'equilibri.
Equaci6 de Boltzmann: Mecanismes de col.lisio intra-banda.
Integral de col lisi6. Aproximacio del temps de relaxacio. Col lisions
inter-banda: pseudo-nivells de Fermi.
Simulacié Monte Carlo: Generacio aleatoria de trajectories. Monte
Carlo de particula unica. Ensemble Monte Carlo. Simulacio de
dispositius.
Efectes d’un sol electr6. Nanoelectronica.

4. Equacions fonamentals dels semiconductors.

Generacio 1 recombinacio de portadors.

Teoremes de conservacid: equacions de continuitat.



Equacions del corrent en I'aproximacio del temps de relaxacio.
Transport ambipolar.

L'experiment de Haynes-Shockley.
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Avaluacio

L’avaluacio es fara mitjangant un treball personal (es pot realitzar per parelles o individual-ment, pero no
en grups més nombrosos) i un examen final. L’avaluacio del treball es fara tenint en compte dos aspectes.

1. Seguiment continu durant el curs de la realitzacio del treball.
1. Memoria presentada.

El professor podra concerar una entrevista amb els alumnes que consideri convenient per tal de comentar
els treballs presentats.

Treballs que es proposen:

Simulacio de la caracteristica I-V d'un diode tinel ressonant. Optimitzacio de dispositiu.
Efectes quantics en capes d’inversio 1 acumulacio. Aplicacio al silici.

Disseny d'un experiment de Haynes y Schockley. Tractament analitic i simulacio.
Simulacié de dispositius d’un sol electro.

Modelitzacié de contactes puntuals cuantics entre dos semiconductors.



